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PrQfungsanrrag gen. § 44 PatG st gestellt 

<g) Anordnung zur Verbesserung der Warrneableitung aereiektrischen und elektroniscften Bauelementen 

Die Erfindung betrifft eine Ancrcnung zur Veraesserwrg 

der ' Wa rrnea oleit ung bei elefctnscnen " unc eleKTromscre* " ■ " '■" ■'' " - ' ■ 

3auelementen, bei der eine sie 3auelemente tragence 

Leiterpiatte £ber eine ' Isolatonsschicht mix einer Metailciat— ^ ^ ^ 
. ■. te stcffscnl:jss;g:verbunder! fst. .vpcei inn 3£rej£q^y^ 

ster.s e»nes Saueterrieh^in '-aie^^ ■"/'""; ■■. 

Jsoiationsscntcht kdrrespcndierende-^ 
■ . sind und' die Metallpiatte £rhiefcwj^en.4i^ ^ . .■a^vw,, 

" etwa der Dicke ? iE&hlerpia^ ' ■ 

■ . entspricrtt cder diese geringfugig uber^eigt und wobei die 

... . Ernebungen durch die Offnungen hiWurchgefuh^ : . 
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Die Erfindung betrif ft Anordnung zur Verbessemng 
der Warmeableitung bei eiektrischen und . eiektroni- 
schen Bauelementen gem£3 dem. Oberh.egnf: dcs Pa- 
tentanspruchs 1. 

Einseitig mit eiektrischen und elektronischen Bauele- 
menten bestiickte Leiterpiatten, die riickseitig mix einer 
Isoiationsschicht versehen and auf eine Kjiihipiatte aus 
Metall gekiebt sirnt sind in den letzten Jahren in der 
Automobilelektronik auf breiter Basis in die Serie ein- 
getuhrt wordea Oft sind derartige Leiterpiatten mit 
Bauelementen wie z, B. Leistungstransistoren bestuckt, 
die beim Betrieb eine hohe Verlustleistung abgeben und 
sich dabei dementsprechend erwarmen. 

Nach dern Stand der Technik weist eine ■ eeranige 
Leiterpiatte mogiichs: viele Durchkontaktienmgen auf, 
am die Warme der-zu kiihienden Bauelemente von der 
Vorderseite auf ein mit der Ruckseite verklebtes Kuhi- 
biech aus Aluminium ab lei ten zu konnen. Um erne gute 

. \Varrhdeit:anigke:t,.:zu,. erzielen, ai.u5 J:r ^e,./iscla;i.ox5-. 

■ sch:ch: einerseits . mpguchst dunn.au^g^ sine 
bestimmte Mince stdicke darf aber nicht ••' un ce ^ emit ten • 
werden. um ancererseiis eine geniigend hohe Durch- 

-schiagsfe'stigkeit zu garantieren. 
'• Daraus ergibt- siek -der ;^la6bteil^daj3^au?grandf-:?der% 

"oegrenzten •Warrneieitfahi'gkei't der Isolierscmcr.: Tar 
eine ungentigend hohe Abieitung der "Warme mbgiich 
ist. 

Es ist deshaib Aufgabe der Erfindung, eir.e Anord- 
nung anzugeber.. die eine . wesentiich -besiere Abieitung 
der Warme ermbgiicht. 

Zur Losung dieser Aufgabe wird eine Anorcr.ung zur 
Verbessemng der Warmeableitung be: eiektrischen und 
eiektronischen Bauelementen angegeben, bei der eine 
die Bauelemente tragence Leiterpiatte uber eine Isoia- 
r.onssehicht mil einer Metailpiatte s to ffsc hi ussig ver- 
bunden 1st, wobei im Bereich wer.igstcns ernes Baueie- 
meats in die -Leiterpiatte und in die Isoiaticr.sschich-t- 
korrespondierende Offnungen .eingebracht sine und die 
Metallplatte Erhebungen aufweist, deren Hohe der Dik- 
ke der Leiterpiatte und der Isoiationsschicht entspricht 
oder diese geringfugig iibersteigt unc wobei die Erbe- 
bungen durch die Offnungen hindurchgefuhrt werden. 

Vorteilharte Weiterbiidungen der Erfindung sind in 
den Unteranspruchen bescbrieben. 

Die Vorteile der Erfindung liegen darin. da3 die Lei- 
terp iatte nach wie vor auf herkommiiche Art und Weise 
bestuckt werden kann; . We gen der verb esserten War* 
meablettfahtgkett konnen durch die Verwesdung we* 
sentlich gunstigerer elektronischer Bauelemente, insbe- 
sondere Transistoren. die auf ^nd eineVhofeete^ 
wartswiderstandes eine gxoBere Verlustieistung aufwei- 
sen und dementsprechend rnehr Warme abgeben. Mate- 
rialkosten eingespart werden. ^^..^^^^ 

Zwei Ausfuhrungsbeispieie der Erfindung sind nacr> 
stehend ausfiihrlich eriautert und anhand der Ftguren 
dargesteilt. , ":.- ^W' r :^ 

Es zeigen 

Fig. 1: eine aufgeschnirtene Seitenansicht emer mi: 
einem Baueiement bestuckten Leiterpiatte and einer 
damit verbundenen Metallplatte mit gestanzter Erne- 
bung und 

Fig. 2: eine autgeschnittene Seitenansicat einer mit 
einem Baueiement bestuckten Leiterpiatte said emer 
damit verbundenen Metallplatte mit aufgescmer Erhe* 

bung. ^./v:^;^:;-y-^ 
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zweisettig oder Multilayer), die auf ihrer Votderseite 
Leitbahnen 2 tragt und mit elektrischen und eiektroni- 
schen 3auelementen 3, insbesondere mit Leistungsbau- 

eiementea bestuckt ist. Auf ihrer Ruckseite weist sie 
5 eine diinne Isoiationsschicht 4 auf, die auch ais iClebe- 
schicht dient, um eine ais FCuhlbiech dienende und vor- 
teiihaf: aus Kupfer bestehende Metallplatte 5 auf die 
Leiterpiatte 1 aufiaminieren zu konnea Jedes Baueie- 
ment 3 weist A.nschlCsse 6 und auf seiner Ruckseite ein 
;o Ldtpad 7 auf, mit dem es auf der Leiterpiatte 1 aufliegt 
Um die in einem Baueiement 3 entstehende Warme 
fiber das Ldtpad 7 abzuleiten, weisen die Leiterpiatte 1 
und die Isoiationsschicht 4 korrespondierende Off nun- 
gen 8 auf. 

•f In Fig. 1 weist die Metallplatte 5 Erhebungen in Form 
von Pragenoppen 9 auf/Dabei Is: .Anordnung, Form und 
Durchmesser der Offnungen 8 und der Pragenoppen 9 
so aufeinander abgestimmt, dai3 die Pragenoppen 9 
curch die Offnungen 8 hindurchgeftlhrt werden konnen. 

;o Vorzugsweise werden die Pragenoppen 9 in die Metall- 
, . . , . p i a.t t e . .5 , m i t;e.ls. 2 ; n e s S tanzvp r gangs emgepr^^;, ,> o- ■■ 
durch an der Onterseite der Metallplatte 5 Prageein- 
afickc 'lb entstehen.' '5'te ttohe der Prigehoppen ; 9 : U3er' ' 
der Oberflache der Metallplatte 5 soilre der Dicke der 

:s Leiterpiatte 1 plus der Dicke der Isoiationsschicht 4 plus 

. 2g:*. einem Gbermai3j/on.Zv B. 0.2 mm entsprechen. 

3e:m Verpressen der Kombination aus Leiterpiatte t 
*md Kuhibiech 5 unter Zuhilfenahme der Isoiations- 
schicht 4 ais KLiebeschicht und Abstandsschicht werden 

20 die Pragenoppen 9 auf Ma 3 zurdckgepreSt, so da6 eine 
: n;t^ ?*ar.ar: tit zwischer: ?riger.oppe.n 9 und Leiterpiat- 
te 1 "und damit ein guter Kontakt zwischen Pragenop- 
pen 9 unc Lotpad 7 erreicht wird. Beim HeiBverzmnen 
ier Leiterp-atte V nach cem Verpressen werden die Pra~ 

15 gQnovpen 9 mit den Lotpads 7 verlotet, so daG dadurch- 
die Warmeieitfahigkeit in das Ktihlblech 5 noch ■ verbes- 
sort %vird Es isi auch mdgiich, das HeiSyerzinnen der 
Pragenoppen '' 9' i; ^nren'"d'''d'ei"' ' Letter p"la:tenhersteiluhg ' : ' 
vorzunenmerL 

^ In Fig. 2 ist ein Noppen oder eine Warze 9 in die 
0ffnung8ein- und auf die Metallplatte 5 aufgesetz:, am 
fur einen besseren Warmetransport vom Lotpad 7 zur 
Metallplatte 5 zu sorgen. Weisen Ldtpad 7 und Metail- 
plaue 5 gleiches Potential auf, kann die Isolations- und 

^5 klebeschicht 4 zwischen Noppen 9 und Metallplatte 5 
derart unterbrochen seiru da6 der Moppen 9 direk: auf 
der '^Metallplatte 5 aufsitzt Dadurch ergibt sich ein noch 
besserer Warmetransport zwischen Ldtpad 7 und Me- 

^pllpa-tt:^ 

50 Viprrugswelse w^^ die Oxidschich: der Metaiknatte 5 
vor dem Heifiverzinnen mitteis eines Atzprozesses ent* 
fernt. ^ternanv k^ eine bereits verzinnte Me* 
tallplaue 5 mit einer bereits verzinnten Leiterpiatte 1 
■ ,f verpreSt werden. 

. C5. . .Anwendbar ist die erfir.dungsgemaBe Anordnung zur 
^V"^^ der Warmeableitung insbesonder^ irn Be- 

reich cer Plahartechnclogie, bei der eine_ Leiterpiatte 
ein mi: ihr stoffsciiiussig verbundenes Kuhibiech auf- 
weist. 

Patentanspruche 

*. Anordnung zur Verbesserung der Warmeablei- 
tung sei eiektrischen und eiektroniscben oaueie- 

65 mente;35 (3X wobei eine die Bauelemente (3) tragen* 
de Leiterpiatte (1) uber eine Isoiationsschicht (4) 
mit einer.Metallplane (5) stoffschlOssig verbunden 

^ : ; 1st: ^t^^h ^kennzeichnet, da3 im Bereich we- 
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nigstens eines Baueleraems <3) in die Leiterplatte 
(1) und in die Isoiationsschicht (4) korrcspondi^ren- 
de Offnungen (8) eingebracht sind, daB die Metall- 
platte (5) Erhebungen (9) aufweist, deren H3he der 

Dicke der Leiterpiaue (1) und der Isoiationsschicht $ 
(4) entspricht oder diese geringfugig ilbersteigt und 
daB die Erhebungen (9) durch die Offnungen (8) 
hindurchgefuhrt werden. 

2. Anordnung nach Anspruch I, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Isoiationsschicht (4) auch als KJe- to 
beschtcht und Abstandsschicht dient 

3. Verfahren zur Hersteilung der Anordnung nach 
Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, daB die Erhe- 
bungen (9) in Form von Pragenoppen mittels eines 
Stanzvorgangs in die Metaliplatte (5) eingepreBt 15 
werden. 

4. Verfahren zur Hersteilung der Anordnung nach 
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die Erhe- 
bungen (9) in Form von gut warmeleitenden War- 
zen oder Noppen in die Offnungen (8) eingesetzt 20 
■werden. ^ - 

5. Verfahren zur Hersteilung der Anordnung nach — 
Anspruch 1 , dadtirch gekennzeichnet, daB die Erhe- 
bungen (9) wahrend des Verpressens der Leiter- 

piatte (1) und der Isoiationsschicht (4) mit der Me- 2s 
taiiplatte (5) auf MaB zuruckgepre3t werden. 

6. Verfahren zur Hersteilung der Anordnung nach 
Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet, caB die Erhe- 
bungen (9) wahrend der Lekerpiattenhersteliung 
heiBverzmnt werden. 3D 
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